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SIPOS_PD0101断面概略図 

HPW Mrakи 

層間材料 

コア基板  

ソルダレジスト 外部端子(Ni/Au) 

SIPOS_PD0101 モジュール外形 ＊株式会社WALTS殿ご提供 

内蔵評価TEGチップ仕様(HPW Markи) 

コア基板加工 

レーザーVia加工 
UVレーザー加工 
表裏面Chip接続Via 
電源端子部貫通Via 

層間材料ラミネート 真空ラミネータ 
裏面ラミネートҜ表面ラミネート 

デスミア、無電解めっき 

SIPOS_PD0101製造プロセスフロー 

レーザースミア除去 
シード形成 

TEG-Chip搭載 

測定端子Ni/Auめっき 

外形加工 外形加工装置 
PKGサイズ；30×30mm 

【設計概要】 

【試作 評価結果】 

配線パターン形成 
セミアディティブパターン形成 
 電解CuめっきҜシードエッチ 
Cu厚：60μm狙い 

Ni/Auめっき 

完成後基板パネル外観(表面) 

パワーデバイス評価TEG内蔵基板仕様 
 

1.基板型名：SIPOS  PD0101 

2.基板構成：1-2-1ビルドアップ基板(コア内にChip内蔵) 

3.層構成 

 ①Layer1 Viaランド、表層配線、測定端子 
 ②Layer2 キャビティ、内層配線、TH 

 ③Layer3 キャビティ、内層配線、TH 

 ④Layer4 裏面配線、測定端子、Viaランド 
 ⑤Via1  Layer1-Chip Pad間接続  

 ⑥Via2  Layer1-Layer2間接続 

 ⑦Via3  Layer4-Chip裏面間接続 

 ⑧Via4 Layer4-Layer3間接続  

 ⑨TH   Layer2-Layer3間接続 

 ⑩SR1  表面ソルダレジスト 
 ⑪SR2  裏面ソルダレジスト 
4.塔載チップ 
  ・型名： HPW Markи (WALTS社製) 

  ・搭載チップサイズ：10.0mm×10.0mm×t0.3 mm 

  ・Chip裏面：バックサイドメタルTi/Ni/Au 

  ・Pad表面：UBM 
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Pad①：高電圧プレート 

Pad④ Pad④：発熱抵抗 

Pad① 

Pad① Pad③：温度測定ダイオード Pad① 

Pad②：高耐圧ダイオード 

Pad② 

TEG Chip  HPW MarkⅡ 
1．Chip外形 
 ・ウエハサイズ：φ8inch（ノッチタイプ） 
 ・チップサイズ：10.0×10.0mm 
 ・スクライブ幅：120um  
２．パッド仕様 
 ・パッド数 
     PAD①：4Pad 
     PAD②：2Pad 
     PAD③：4Pad 
     PAD④：2Pad   計12 pads  
 ３．パッドサイズ 
     PAD①、②、③：□0.400mm 
     PAD④：2.720mm×0.500mm  
 ４．PV開口 
     PAD①、②、③ ：□0.300mm 
     PAD④：2.320mm×0.300mm  
５．機能 
    ・高発熱抵抗：発熱量１６W 
   ・高耐圧ダイオード：耐圧Max.600V 
  ・高温対応感熱ダイオード：Max.300℃ 
  ・高電圧プレート：高耐圧絶縁評価 
   

TH 

Via 

HPW MarkⅡ Chip 

産業、民生、車載分野等に幅広く適用されるパワーモ ジュール用Siデバイスの性能限界が近づき、SiC、 GaNなど 
次世代デバイスが注目されている。これらの次世代デバイスのモジュール実装技術には、高耐圧、低損失、さらに 
高周波・高温での動作が要求される。 三次元半導体研究センター及び福岡大学では、次世代パワーデバイス 
向け評価用TEGチップを内蔵した基板内蔵型のパワーモジュールのプロセス及び各種信頼性評価を行っている。 

仮止めテープ貼付 
FCボンダー 

位置決め穴、TH穴加工 
デスミア、電解Cuメッキ 
L2L3パターンニング 

ウエハ薄加工 BG、CMP  
ウエハ厚300μm 

ウエハ裏面スパッタ スパッタ装置 
Ti/Cu 

ウエハ電解Cuメッキ メッキ厚5μm 

ウエハダイシング Chipサイズ 
10mm×10mm 

HPW MarkⅡ 

Chip裏面 

GND GND 

絶縁 
測定 

絶縁 
測定 

絶縁 
測定 

絶縁 
測定 

発熱 発熱 

感熱ダイオード 

ソルダレジストパターン形成 
測定端子Ni/Auめっき 

SRパターン形成 

評価 特性評価 
耐熱試験等 
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Chip裏面部Via断面 

Pad接続部Via断面 給電部貫通Via断面 

完成後基板パネル外観(裏面) 

完成後基板パッケージ外観 

基板膨れ発生 

SIPOS_PD0101  Chip内部温度及び熱抵抗測定結果 
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＊300mm直方体チャンバー内、無風状態 

電圧(V) 

層
間
材
絶
縁
抵
抗
(Ω
) 

SIPOS_PD0101  加熱時絶縁抵抗測定結果 
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絶縁抵抗測定概略図 

TEG- Chip コア基板 

高電圧プレートPad 

高電圧(～600V) GND 層間樹脂絶縁測定箇所 

絶縁抵抗測定Pad 

絶縁抵抗測定部断面 
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